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Транзистор – это многофункциональный электронный элемент, созданный 

из полупроводниковых материалов. Именно транзисторы являются теми элемен-

тами, которые приводят в действие функции электронных схем. 

Одним из перспективных материалов для производства транзисторов явля-

ется одноатомный слой молекул углерода – графен, бурное исследование 

свойств которого ведётся с момента лабораторного получения и воспроизведе-

ния его структуры в 2004 году [1]. 

 

Рис. 1. Структура графенового транзистора [2] 
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Такая структура обладает следующими достоинствами: 

– повышенная чувствительность, что может найти применение в датчиках; 

– высокая проводимость, обусловленная большой подвижностью носителей 

заряда; 

– меньше молекулярных дефектов. 

Двумерная структура графена имеет ряд преимуществ по сравнению с объ-

емными полупроводниками. 

Проводимость полевых графеновых транзисторов достигает уровней, пре-

вышающих 100 000см2В-1с-1 [3]. 

Поскольку большинство полупроводниковых транзисторных датчиков яв-

ляются трехмерными, изменения электрического заряда на поверхности всегда 

проникают глубже в устройство. Это может резко ограничить чувствительность 

устройства. С другой стороны, поскольку графен имеет толщину только одного 

атома углерода, весь канал теперь находится на поверхности, что непосред-

ственно подвергает канал воздействию любых молекул, присутствующих в окру-

жающей среде. 

Эта чувствительность была показана учеными из Манчестерского центра 

мезонауки и нанотехнологий, которые доказали, что датчики микрометрового 

размера, изготовленные из графена, способны обнаруживать отдельные моле-

кулы газа, присоединяющиеся или отрывающиеся от поверхности [4]. 

GFET обычно изготавливают на подложке Si / SiO 2 с металлическими кон-

тактами. Сам графен наносится на пластину путем химического осаждения. Пер-

вым шагом является разложение источника углерода при высоких температурах. 

Затем атомы углерода осаждаются на подложке, в виде кристаллической ре-

шетки. 

На обеих стадиях производственного процесса требуется использование ка-

тализатора для снижения требуемой эффективной температуры с 2500 ° C до бо-

лее управляемой 1000°C. Используя этот метод, получают слой графена за пять 

минут. Однако необходимо избегать проникновения примесей катализатора в 

графен. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Слой графена переносится с подложки и накладывается на пластину, кото-

рая обычно изготовлена из кремния. Далее металлические электроды наносятся 

на графен методом литографии. Последующие операции литографии использу-

ются для придания графену нужных размеров и формы. 

Долгое время реализации транзисторов на графене препятствовало отсут-

ствие в его зонной структуре запрещённой зоны. Это приводит к большим токам 

утечки [5]. 
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